
古いHDD基盤のICチップ断面 マッピング

試料調製
① 切断
② 冷間樹脂埋め（エポフィックス）
③ 鏡面研磨（耐水研磨紙、アルミナ砥粒、

コロイダルシリカ）
④ カーボン蒸着

SEM観察

全元素定性分析（低倍）

＜観察条件＞ 加速電圧：15 kV, 照射電流：30 nA

＜分析条件＞ 加速電圧：15 kV, 照射電流：30 nA, ビーム径：10 µm
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マッピング
＜分析条件＞ 加速電圧：15 kV, 照射電流：30 nA, ビーム径：3 µm, 測定時間：40 ms
＜分光器条件＞
Sn：PETH(1ch) Lα1
Ag：PETH(1ch) Lα1
Al：TAP(2ch) Kα1
Si：TAP(2ch) Kα1

O：LDE1H(3ch) Kα1
C：LDE2H(3ch) Kα1
Cu：LiFH(4ch) Kα1
Ca：PETH(4ch) Kα1
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全元素定性分析（高倍）
＜分析条件＞ 加速電圧：15 kV, 照射電流：30 nA, ビーム径：10 µm

マッピング
＜分析条件＞ 加速電圧：15 kV, 照射電流：30 nA, 測定時間：1 ms, 積算回数：20
＜分光器条件＞
Ta：LiFH(1ch) Lα1
Al：TAP(2ch) Kα1

Si：TAP(2ch) Kα1
Cu：LiFH(4ch) Kα1
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